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１．概要（Summary） 

フレキシブル基板上への金属配線および金属構造体

の形成を目的とし、スパッタリング装置および露光装置を

利用した。スパッタリングによって Ti/Pd膜を PET基板上

に成膜し、金属膜上に塗布したポジ型フォトレジストを所

望形状に露光・現像した。目的とするミクロンオーダのレ

ジストパターンを得た。 

ナノテクノロジープラットフォームでは現像プロセスまで

を実施し、エッチングは実施していない。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スパッタ装置(芝浦)、スピンコーター、クリーンオーブン、

マスクアライメント露光装置、マスクレス露光装置 

 

【実験方法】 

基板はポリエチレンテレフタラート(PET)を用いた。基

板洗浄工程として IPA中、純水中で超音波洗浄を行った。

これらの処理は筆者所属組織で行われた。 

 スパッタ装置(芝浦)により Ti/Pd 膜の成膜を行った。一

時間の真空引きを行った後のプロセスチャンバーの到達

真空度は、1.0-2.0×10-3 [Pa]程度であった。本実験で

は PET 基板をポリイミドテープで基板ホルダに固定して

いる。成膜条件は以下の通り。 

プロセスガス Ar流量 10 [sccm] 

RF power  200 [W] 

逆スパッタによる基板洗浄 3 min. 

成膜時間  Ti 40 sec.,  Pd 40 sec. 

 

 次にポジ型フォトレジストをスピンコート、105℃で 10 分

間プリベークした。上述の露光装置で所定の時間露光し、

105℃の PEB処理の後、現像を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

触針式段差計によって膜厚を評価した。各層の膜厚は

Ti 10 nm, Pd 40 nmであり、設計通りの値を得た。Fig. 1

は作製したレジストパターンである。ラインアンドスペース

10 µm/10 µmで作製したサンプルを例として挙げた。 

なお、著者所属組織において金属膜のエッチングを実

施し、問題なく配線加工が可能であることを確認した。 

 

Fig. 1 A developed resist pattern with L/S = 10 µm. 
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